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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT).
Entre os anos de 1904 e 1947, a valvula foi, indubitavelmente, o

dispositivo eletrbnico de maior interesse e desenvolvimento. Em 1904, a valvula

diodo foi criada por J. A. Fleming.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT).
Logo depois, em 1906, Lee De Forest adicionou um terceiro elemento
chamado grade de controle a valvula diodo, dando origem ao primeiro

amplificador, o triodo.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT).

Nos anos seguintes, o radio e a televisao proporcionaram um grande estimulo a

indUstria de valvulas.

A producéo subiu de, aproximadamente, um milhdo de valvulas em 1922 para

cerca de 100 milhdes em 1937. No inicio da década de 30, o tetrodo de quatro

elementos e o0 pentodo de cinco elementos ganharam destaque na industria de

valvulas eletronicas.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT).

No entanto, em 23 de dezembro de 1947, a industria eletrOnica estava
prestes a experimentar um redirecionamento de interesse e desenvolvimento. Na
tarde desse dia, Willilam Shockley, Walter H. Brattain e John Bardeen
demonstraram a funcédo de amplificacdo do primeiro transistor na Bell Telephone
Laboratories.

O transistor original (um transistor de contato de ponto) € mostrado na Figura

abaixo.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT).

As vantagens desse dispositivo de estado sélido e trés terminais em relacdo a
valvula eram ¢bvias: menor e mais leve, ndo necessitava de aguecimento nem apresentava
perda por aquecimento; tinha uma estrutura mais robusta e era mais eficiente porque
absorvia menos poténcia; estava pronto para uso sem necessidade de um periodo de

aquecimento; e funcionava com tensdes de operacdo mais baixas.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT).

O transistor € um dispositivo semicondutor de trés camadas que
consiste em duas camadas de material do tipo n e uma do tipo p ou em duas
camadas do tipo p e uma do tipo n. O primeiro é denominado transistor npn e o

outro, transistor pnp..

(a) (b)
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao base-comum
Essa terminologia deriva do fato de a base ser comum tanto na entrada
guanto na saida da configuracdo. Além disso, ela € normalmente o terminal cujo

potencial esta mais proximo do potencial terra ou esta efetivamente nele.

A seta do
simbolo grafico
define o sentido
da corrente de
emissor (fluxo
convencional)
atraves do
dispositivo.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao base-comum

Curvas caracteristicas de entrada ou de ponto de acionamento para um

transistor amplificador de silicio em base-comum.

Iy (mA)
VCB=20V
8_
VCB=10V
7=
6_ VCB=1V
5+
4_.-
3_
2
1+
[ I N I S
0 02 04 06 08 L0 vy (V)
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao base-comum

Curvas caracteristicas de saida ou de coletor para um transistor

amplificador em base-comum.

Ic (mA)
<~ Regifo ativa (drea ndo sombreada)
7 mA

/

oL m//
5 SmA//
4_'§ 4 mA _//

3

372 3 mA _//

275‘) 2 mA -
I.=1mA /

-1 o P o 20 30 0 VaM
BVcpo
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao base-comum

Montar no MultiSim

o . . —O+ev
0 circuito abaixo. Medir

através de um multimetro
as grandezas: Vg, Vi, Vg,

lg, Iz € 1.

Injetar um sinal de 1Khz na

entrada do circuito e analisar

1k
o sinal na saida Vvia T o

osciloscopio.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao emissor-comum
A configuracdo utilizada com maior frequéncia para o0 transistor
denomina-se configuracdo emissor-comum porgue 0 emissor € comum em
relacdo aos terminais de entrada e saida (nesse caso, comum aos terminais de

coletor e base). - —
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_~90 uA
~~ _~80uA
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(Regido ativa)

10 pA

Ip =0 A

3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao emissor-comum
Curvas caracteristicas de um transistor de silicio na configuracao

emissor-comum: (a) curva caracteristica do coletor; (b) curva caracteristica da

Vep=1V
VCE=10V

Vep =20V

10T

Tcpo= Blcpo

(Regido de corte)

02 04 06 08 10 v (V)
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Configuracao emissor-comum
EXEMPLO
T b (mA)
a) Utilizando as curvas 8 ‘
caracteristicas da Figura T~ Dhsoua
_ ) // o I (uA) Vg =1V
ao lado, determine IC para / L —copA ol Vep =10V
(Regido . 5 Bans= | 50 uzlﬁx 00 — Vep =20V
IB=30uAeVCE=10V,  dsumo B AR i
4 — o
b) Utilizando as curvas I RS e e o
;o . 3 / (Regido ativa) 20 uA 50 —
caracteristicas da Figura L | w0
30 —
a0 lado, determine IC para 1l o -
Ip =0 A 10_\|||\ L Ll
VBE=0,7VeVCE=15 0 5 10 15 20 Y v) 0] 02 04 06 08 10 (v
Vet (Regido de corte)
V. Iceo= Blego

(a) )
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao Emissor-comum - Exemplo

Montar no MultiSiIm o
circuito abaixo. Medir
através de um multimetro
as grandezas: Vg, Vi, Vgg,
lg, Il €l

Injetar um sinal de 1Khz na
entrada do circuito e analisar
o sinal na saida via

osciloscopio.

Reya
. 1 -
| S |
;‘_tzng
u
Re
= Reqp Ce io
+|( ° -—
. I\ A
i ¢ 2,2F
RBEFL) |B v
—t:l—H QnB —Vec
A I+ 12V

o
L o

Sendo: Rg;, = 120k; Rg,, = 560k; Rg, = 120k; R =56k ; Rg =12K ; R| =1k.
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao Coletor-comum
A configuracdo coletor-comum ¢é utlizada principalmente para o

casamento de impedancias, pois possui alto valor de impedancia de entrada e

baixo valor de impedancia de saida

| }
E e |
B B
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao Coletor-comum
Definicdo da regiao linear (sem distorcao) de operacao do transistor.

Ic.miix
M
pd
40pA

Regido de

saturag:éio PCmé_‘(:VCE "C= 300 mW

30 \\ ~ 30pA__J—
<

.« |,
S| 200A —
20 _—

-~
—
~a—
) ab
10 pA
10 —
|
| | Ip=0pA -
i :
A [— 03V 2 / 10 , i 15 20 Vep (V)
Regido CEO BVepo
Vee de corte
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3 - Transistor Bipolar de juncao (BJT)
Configuracao Coletor-comum - Exemplo
Montar no MultiSiIm o e o, 7
circuito abaixo. Medir =[]
através de um multimetro RS
ger —» || ?Vcc
as grandezas: Vg, Ve, Vgg, t oo h
g, e e e Dw auma
Injetar um sinal de 1Khz na

entrada do circuito e analisar =
o sinal na saida via

osciloscopio.
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